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Thèse préparée dans le Laboratoire IMEP-LAHC, site de Chambéry,  dans l'École Doctorale EEATS, sous la direction 
conjointe de M. Bernard FLECHET et M. Thierry LACREVAZ. 
 
RESUME DE THESE  
Les objectifs de ces travaux de recherche portent sur le développement d’outils d’évaluation des performances 
électriques des interconnexions de circuits intégrés des générations sub-CMOS 65 nm et sur la proposition de 
solutions d’optimisation de ces performances, permettant à la fois de maximiser la rapidité des circuits et de 
minimiser les niveaux de diaphonie. Cette optimisation est obtenue en jouant sur les largeurs et les espacements 
des interconnexions mais aussi sur le nombre et la taille des répéteurs placés à leurs interfaces. Une attention 
toute particulière a également été portée sur la réduction de la complexité des circuits d’interconnexions. Pour ce 
faire, un simulateur basé sur des modèles de propagation des signaux a été construit. Pour les composants passifs 
les données d’entrée du simulateur sont issues de modélisations fréquentielles électromagnétiques précises ou de 
résultats de caractérisation hyperfréquences et, pour les composants actifs que sont les répéteurs, de modèles 
électriques fournis par des partenaires spécialistes des technologies MOS. Le travail de modélisation s’est focalisé 
tout particulièrement sur cinq points : la modélisation de réseaux couplés complexes, le passage dans le domaine 
temporel à partir de mesures fréquentielles discrètes limitées, la vérification de la causalité des signaux temporels 
obtenus, la modélisation de l’environnent diélectrique incluant notamment les pertes et la présence éventuelles de 
conducteurs flottants et enfin l’intégration de la connaissance des charges aux interfaces des interconnexions. La 
problématique de la mesure a elle même été adressée puisqu’une procédure dite de « de-embedding » est 
proposée, spécifiquement dédiée à la caractérisation aux hautes fréquences de dispositifs passifs enfouis dans le 
BEOL. Sont investiguées enfin des solutions de fonctionnalisations alternatives des interconnexions tirant bénéfice 
des couplages très forts existant dans le BEOL des technologies sub-CMOS 65 nm. Les résultats de simulations ont 
souligné un certain nombre de difficultés potentielles notamment le fait que les performances des technologies 
CMOS sur la voie « more Moore » allait requérir plus que jamais depuis la génération 45 nm une approche 
globalisée et rationnelle de la réalisation des circuits. 
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